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非接触で通信を行う RFID（Radio Frequency Identification）タグは、従来のバーコード等と

比較した場合に、情報の記録容量が大きいことなどの利点から様々な分野での応用が期待されて

いる。しかしコストが比較的に高く、限られた分野で用いられるに留まっているのが現状である。 

本研究室では、低コスト・低温プロセスによるフレキシブル RFID タグの作製について報告[1]

した。変調素子である電界効果トランジスタ(FET)とアンテナをプラスチックフィルム上に、こ

こでは、FETのオン/オフによってアンテナのパラメータを変化させられることなどから、大面積

製造に適用可能な熱ナノインプリントリソグラフィー（TNIL）技術（図 1）を利用して、段差構

造を利用した縦型 FET(SVC-FET)（図 2）を作製した。活性層には低温で成膜できること、高い

電界効果移動度を持つことなどから IGZO を RF スパッタ法および塗布法によって作製した。ア

ンテナは、銀と比較し低コストの銅インクを用いて作製した。銅インクに対して超音波焼成法（US）

を用いることにより 200℃以下の低温での焼成を可能とした（図 3，4）。また FET 作製の際に、

UVアシスト処理を適用することによって、200℃以下で RFIDタグの作製が可能と分かった[2]。 

スパッタ・塗布型 IGZO[2] を

SVC-FETに導入し、上述の処理を適

用した結果について報告する。銅イ

ンクに対し US を適用し作製したア

ンテナの周波数特性・導電性に    図1 NILによる段差構造の形成 図2 IGZOを用いたSVC-FET 

ついても述べる。  
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